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【手続補正書】
【提出日】平成27年9月24日(2015.9.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜上のシリコンを含むゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上において、少なくとも前記酸化物半導体膜と重畳するゲート電極と
、を有し、
　前記酸化物半導体膜は、前記ゲート絶縁膜側の界面から前記酸化物半導体膜に向けてシ
リコンの濃度が１．１原子％以下の濃度で分布する第１の領域を有する半導体装置。
【請求項２】
　酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜上のシリコンを含むゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上において、少なくとも前記酸化物半導体膜と重畳するゲート電極と
、を有し、
　前記酸化物半導体膜は、前記ゲート絶縁膜側の界面から前記酸化物半導体膜に向けてシ
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リコンの濃度が１．１原子％以下の濃度で分布する第１の領域を有し、
　前記酸化物半導体膜は、前記第１の領域とは異なる第２の領域を有し、
　前記第２の領域に含まれるシリコンの濃度は、前記第１の領域に含まれるシリコンの濃
度より小さい半導体装置。
【請求項３】
　酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜上のシリコンを含むゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上において、少なくとも前記酸化物半導体膜と重畳するゲート電極と
、を有し、
　前記酸化物半導体膜は、第１の領域と、第２の領域とを有し、
　前記第１の領域は、前記第２の領域よりも、前記ゲート絶縁膜側に位置し、
　前記第１の領域に含まれるシリコンの濃度は、１．１原子％以下であり、
　前記第２の領域に含まれるシリコンの濃度は、前記第１の領域に含まれるシリコンの濃
度より小さい半導体装置。
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